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Inventia se refera la producerea semiconduc- 5 Rezultatul inventiei consta in obtinerea zonelor
torilor. nanostructurale semiconductoare cu morfologia
Procedeul de obtinere a zonelor nanostructurale dirijata de concentratia solutiei de NaCl si de para-
semiconductoare include depunerea pe una din metrii electrici aplicati, utilizdnd solutia de NaCl
fetele unui cristal semiconductor a unei mésti cu o care nu prezintd pericol pentru sdnitatea perso-
portiune deschisd, corodarea electrochimica la ano- 10 nalului sau pentru mediul ambiant.

dizare intr-o solutie apoasa de NaCl si inlaturarea
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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia de producere a semiconductorilor, in special la procedeele de
obtinere a nanostructurilor semiconductoare.

In decursul ultimilor ani s-a demonstrat ca proprietatile materialelor pot fi schimbate prin
nanostructurare, adicd prin dirijarea morfologiei structurilor macroscopice la scard nanometrica.
Electrochimia s-a dovedit a fi una dintre cele mai accesibile si ieftine tehnologii pentru dirijarea
arhitecturii materialelor semiconductoare la scard submicrometricd. De obicei, pentru obtinerea
nanostructurilor semiconductoare prin decaparea electrochimicd a suprafetelor semiconductoare se
folosesc solutii apoase de acizi, asa ca HCI [1,2], H,SO, [3] sau amestec de acizi [4]. Dezavantajul
acestor tehnologii este agresivitatea solutiilor acide, care necesitd masuri speciale de protectie a
personalului si a mediului inconjurator.

Este cunoscutd decaparea chimicad a elementelor semiconductoare intr-o solutie de NaCl cu
aplicarea tensiunii electrice intre doi electrozi introdusi in solutie pentru transformarea solutiei de
NaCl in NaOClI [5]. Insd tratamentul chimic fird includerea probei in circuitul electric nu poate
conduce la nanostructurarea probei, ci doar la decaparea si lustruirea suprafetei.

in calitate de cea mai apropiata solutie a inventiei [6] serveste procedeul de obtinere a structurilor
semiconductoare poroase, care constd in scufundarea unui suport de siliciu acoperit cu un strat masca
cu o portiune deschisd intr-o solutie de HF si anodizarea portiunii deschise a suportului de siliciu.
Neajunsul acestui procedeu este agresivitatea chimica a solutiilor de HF.

Problema pe care o rezolva inventia propusa constd in obtinerea suprafetelor nanostructurate ale
materialelor semiconductoare prin procedee tehnologice cu un factor de risc scazut fata de sanatatea
personalului si poluarea mediului ambiant.

Procedeul de obtinere a zonelor nanostructurale semiconductoare include depunerea pe una din
fetele unui cristal semiconductor a unei masti cu o portiune deschisa, corodarea electrochimica la
anodizare intr-o solutie apoasa de NaCl i inlaturarea mastii.

Noutatea inventiei constd in folosirea in calitate de solutie electrolitica a unei solutii de NaCl in
apa.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea zonelor nanostructurale semiconductoare cu morfologia
dirijatd de concentratia solutiei de NaCl si de parametrii electrici aplicati, utilizdnd solutia de NaCl
care nu prezinta pericol pentru sanitatea personalului sau pentru mediul ambiant.

Inventia se explica prin fig. 1- 4, care reprezinta:

- fig. 1, imaginea luatd la microscopul electronic de scanare in sectiunea unei probe de GaAs
decapate electrochimic intr-o solutie de NaCl in apa cu aplicarea consecutiva a trei densitati ale
curentului. Insertul este imaginea frontala a probei;

- fig. 2, imaginea luata la microscopul electronic de scanare in sectiunea unei probe de CdSe
decapate electrochimic intr-o solutie de NaCl in apa. Insertul este imaginea frontala a probei;

- fig. 3, imaginea luatd la microscopul electronic de scanare a unei probe de InP decapate
electrochimic intr-o solutie de NaCl in apa;

- fig. 4, imaginea frontala a unei probe de InAs decapate electrochimic intr-o solutie de NaCl in
apa.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1

Pe suprafata unei plachete n-GaAs cu orientarea (111) cu grosimea de 500 um dopate cu Si cu
concentratia electronilor de 2 x 10" ¢cm™ se depune o masca din lac chimic rezistent cu o portiune
deschisa cu suprafata de 5x5 mm?. Proba este supusi tratamentului electrochimic intr-o solutie de 3,5
M NaCl in api la temperatura de 23 °C intr-o celuld electrochimicd dubld. Electrolitul este pompat
continuu prin celula electrochimica dubla. Tratamentul electrochimic este efectuat in trei secvente
consecutive cu durata de 5 min fiecare cu densitatea curentului de 75, 50 si 25 mA/cm?, respectiv.
Dupa tratamentul electrochimic se inldturd masca din lac chimic rezistent. Din imaginea 1in sectiunea
probei luatd la microscopul electronic de scanare prezentata in fig. 1 se vede formarea a trei straturi
poroase cu grosimea de aproximativ 40 um fiecare, cu diferite grade de porozitate determinate de
densitatea curentului 1n procesul decapdrii electrochimice. Imaginea frontald a probei prezentatd in
fig. 1 demonstreaza formarea porilor de forma triunghiulara.

Exemplul 2

Pe suprafata unei plachete n-CdSe cu grosimea de 500 um cu structura wurtzit §i concentratia
electronilor de 2 x 10" cm™ se depune o masci din lac chimic rezistent cu o portiune deschisi cu
suprafata de 5x5 mm?. Proba este supusa tratamentului electrochimic intr-o solutie de 3,5 M NaCl in
apd la temperatura de 23 °C intr-o celuld electrochimicd dubla. Electrolitul este pompat continuu prin
celula electrochimica dubld. Tratamentul electrochimic este efectuat in regim potentiostatic in decurs
de 15 min cu aplicarea tensiunii de 18 V. Dupa tratamentul electrochimic se inldtura masca din lac
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chimic rezistent. Din imaginea 1n sectiunea probei luatd la microscopul electronic de scanare
prezentata in fig. 2 se vede formarea unei structuri poroase omogene. Imaginea frontald a probei
prezentatd in fig. 2 demonstreaza formarea porilor de forma aproximativ circulara.

Exemplul 3

Pe suprafata unei plachete n-InP cu orientarea (100) cu grosimea de 500 um dopate cu Si cu
concentratia electronilor de 1,3 x 10" cm™ se depune o masci din lac chimic rezistent cu o portiune
deschisa cu suprafata de 5x5 mm?. Proba este supusi tratamentului electrochimic intr-o solutie de 3,5
M NaCl in api la temperatura de 23 °C intr-o celuld electrochimicd dubld. Electrolitul este pompat
continuu prin celula electrochimicd dubld. Tratamentul electrochimic este efectuat in regim
potentiostatic in decurs de 20 s cu aplicarea tensiunii de 5 V. Dupa tratamentul electrochimic se
inldturd masca din lac chimic rezistent. Din imaginea probei luatd la microscopul electronic de
scanare prezentatd in fig. 3 se vede formarea unei structuri poroase omogene cu pori de forma
circulara orientati perpendicular suprafetei probei.

Exemplul 4

Pe suprafata unei ?lachete n-InAs cu orientarea (100) cu grosimea de 500 pm cu concentratia
electronilor de 3 x 10'” cm™ se depune o masca din lac chimic rezistent cu o portiune deschisi cu
suprafata de 5x5 mm?. Proba este supusa tratamentului electrochimic intr-o solutie de 3,5 M NaCl in
apd la temperatura de 23 °C. Tratamentul electrochimic este efectuat cu aplicarea impulsurilor de
tensiune cu durata impulsului de 10 ps, frecventa de 10 Hz si amplitudinea de 15 V. Dupa tratamentul
electrochimic se inlaturd masca din lac chimic rezistent. Din imaginea probei luata la microscopul
electronic de scanare prezentatd in fig. 4 se vede formarea unei structuri poroase omogene cu pori de
forma triunghiulara.

(57) Revendicari:

Procedeu de obtinere a zonelor nanostructurale semiconductoare care include depunerea pe
una din fetele unui cristal semiconductor a unei masti cu o portiune deschisd, corodarea electro-
chimicd la anodizare intr-o solutie electrolitica si inlaturarea mastii, caracterizat prin aceea ca in
calitate de solutie electrolitica se utilizeaza solutia apoasa de NaCl.
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